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На сегодняшний день одними из наиболее перспективных сверхпроводящих материалов являются так называемые ВТСП-провода второго поколения, которые представляют собой пленки высокотемпературных сверхпроводников редкоземельного семейства ReBa2Cu3O7-х, нанесенные на металлические ленты, покрытые оксидными буферными слоями.
Для достижения высоких сверхпроводящих характеристик ВТСП-лент важно осуществление роста пленки в (00l) текстурной ориентации, так как наличие примесных ориентаций анизотропной ВТСП-фазы существенно снижает критический ток. Реализация роста пленки с необходимой текстурой в первую очередь определяется рO2-T-условиями роста и выбором завершающего слоя в архитектуре буферных слоев, его текстурным и морфологическим совершенством.
Внешнее магнитное поле приводит к значительному падению критического тока ВТСП, и чрезвычайно важной задачей является уменьшение этого падения. Для решения данной задачи применяется введение в пленку сверхпроводника искусственных центров пиннинга – наноразмерных включений несверхпроводящих фаз, на которых происходит закрепление магнитных вихрей. По имеющимся сообщениям тонкопленочные 001-ориентированные композиты сверхпроводника YBa2Cu3O7-δ с центрами пиннинга в виде наночастиц фазы Y2BaCuO5, нанесенные на монокристаллические подложки LaAlO3, проявляют необычно высокую устойчивость критического тока в магнитных полях до 1 Тл. Однако, подобные композиции в виде ВТСП-лент второго поколения до сих пор реализованы не были. 
Целью данной работы являлось получение ВТСП-композита YBa2Cu3O7-δ с наночастицами Y2BaCuO5 на металлических лентах с завершающим буферным слоем LaAlO3. Нанесение как буферного, так и ВТСП слоев осуществляли методом импульсного лазерного напыления (PLD) на ленты-подложки с архитектурой буферных слоев LaMnO3/IBAD-MgO/Y2O3/Al2O3/Hastelloy, используя лентопротяжную установку     

с эксимерным лазером (эксимер XeCl, длина волны 308 нм, максимальная энергия импульса 600 мДж) и керамические мишени состава LaAlO3 и YBa2Cu3O7-δ + 20%(масс.)Y2BaCuO5. Полученные образцы аттестованы дифракционными методами ((-2(, φ- и ω-сканирования), а также РЭМ и РСМА. Значение критического тока определяли при 77 К четырехконтактным методом по ВАХ, а также бесконтактно по захвату магнитного потока, в том числе во внешних магнитных полях до 1 Тл.
По критерию величины критической плотности тока полученных образцов установлены оптимальные сочетания температуры и давления кислорода при росте пленок LaAlO3 и ВТСП, оптимальная толщина слоя LaAlO3 (200нм). Выявлены трудности получения длинномерных лент ВТСП с завершающим слоем LaAlO3, связанные с термомеханическими напряжениями в системе буферных слоев в данных условиях осаждения. По результатам РФА и просвечивающей электронной микроскопии установлено, что из-за слишком высоких скоростей роста пленок при получении сверхпроводящего нанокомпозита методом PLD из мишени YBa2Cu3O7-δ + 20%(масс.)Y2BaCuO5 образование включений фазы Y2BaCuO5 в пленках не происходит, а образуются ориентированные наночастицы оксида иттрия.
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